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硅晶圆的研磨方法

(57)摘要

本发明提供一种硅晶圆的研磨方法，其具

有：第一研磨工序，向贴附于底板的砂布上供给

含有磨粒的碱性水溶液，并使研磨头所保持的硅

晶圆的表面与所述砂布滑动接触来进行研磨；以

及第二研磨工序，向所述砂布供给不含磨粒而含

有高分子聚合物的碱性水溶液，并使所述硅晶圆

的表面与所述砂布滑动接触来进行研磨，该方法

的特征在于，将所述砂布的表面温度控制为所述

第二研磨工序中的所述砂布的表面温度比所述

第一研磨工序中的所述砂布的表面温度高2℃以

上来进行所述硅晶圆的研磨。由此可提供一种兼

顾了平面度(Flatness)的提高和表面粗糙度的

降低的硅晶圆的研磨方法。
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1.一种硅晶圆的研磨方法，其具有：

第一研磨工序，向贴附于底板的砂布上供给含有磨粒的碱性水溶液，并使研磨头所保

持的硅晶圆的表面与所述砂布滑动接触来进行研磨；以及第二研磨工序，向所述砂布供给

不含磨粒而含有高分子聚合物的碱性水溶液，并使所述硅晶圆的表面与所述砂布滑动接触

来进行研磨，该方法的特征在于，

将所述砂布的表面温度控制为所述第二研磨工序中的所述砂布的表面温度比所述第

一研磨工序中的所述砂布的表面温度高2℃以上来进行所述硅晶圆的研磨。

2.根据权利要求1所述的硅晶圆的研磨方法，其特征在于，

一边利用红外线取得所述砂布的表面温度，一边进行所述砂布的表面温度的控制。

3.根据权利要求1或2所述的硅晶圆的研磨方法，其特征在于，

通过对所述底板的转速、流向所述底板的冷却水的流量和温度中的至少一项进行控制

来进行所述砂布的表面温度的控制。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110546740 B

2



硅晶圆的研磨方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种硅晶圆的研磨方法。

背景技术

[0002] 近年来，半导体元件的小型轻量化、高度集成化受到关注，因此随着作为母体的晶

圆的高品质化和大尺寸化，出现了直径超过300mm的晶圆，并且对于晶圆的平面度和表面粗

糙度的要求日益严苛。

[0003] 在以往的研磨方法中使用的研磨装置主要具备：贴附有砂布的底板、从背面侧保

持晶圆的研磨头、以及供给浆液的喷嘴，使底板、研磨头旋转并向砂布上供给浆液，利用研

磨头使晶圆的表面与砂布滑动接触来进行研磨(参考专利文献1)。

[0004] 以往实施的研磨包括如下两阶段：第一阶段，为了提高晶圆的平面度(Flatness)

而一边供给含有磨粒的浆液一边进行加工；第二阶段，为了改善晶圆的表面状态(粗糙度、

伤痕、颗粒等)而一边供给不含磨粒而含有高分子聚合物的浆液一边进行加工。另外，在这

种进行多阶段研磨的方式中，底板转速等研磨条件始终保持不变。

[0005] 现有技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 专利文献1：日本专利公开2001‑334454号公报

发明内容

[0008] (一)要解决的技术问题

[0009] 本发明的发明人在此前的研究中发现：在进行包括上述第一阶段和第二阶段的研

磨时，以底板转速为轴，研磨前后的ΔESFQRmax和表面粗糙度之间具有折衷(Trade  off)的

关系(图3)。另外，图3是以底板转速3倍速时为基准来表示表面粗糙度的相对值(左轴)和Δ

ESFQRmax(Edge  Flatness：边缘平面度)的相对值(右轴)的图。但是就这种关系而言，仍然

需要能够良好地兼顾双方品质的技术。

[0010] 针对上述问题，本发明的目的在于，提供一种硅晶圆的研磨方法，其能够兼顾平面

度(Flatness)和表面粗糙度的改善。

[0011] (二)技术方案

[0012] 为解决上述问题，本发明提供一种硅晶圆的研磨方法，其具有：第一研磨工序，向

贴附于底板的砂布上供给含有磨粒的碱性水溶液，并使研磨头所保持的硅晶圆的表面与所

述砂布滑动接触来进行研磨；以及第二研磨工序，向所述砂布供给不含磨粒而含有高分子

聚合物的碱性水溶液，并使所述硅晶圆的表面与所述砂布滑动接触来进行研磨，该方法的

特征在于，将所述砂布的表面温度控制为所述第二研磨工序中的所述砂布的表面温度比所

述第一研磨工序中的所述砂布的表面温度高2℃以上来进行所述硅晶圆的研磨。

[0013] 这样，通过使第二研磨工序中的砂布的表面温度比第一研磨工序高2℃以上来进

行研磨，从而能够得到兼顾了平面度(Flatness)的提高和表面粗糙度的减低这两方面的硅
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晶圆。

[0014] 另外，优选一边利用红外线取得所述砂布的表面温度，一边进行所述砂布的表面

温度的控制。

[0015] 通过这种方式，能够更加准确地进行砂布的表面温度的控制。

[0016] 并且在这种情况下，优选通过对所述底板的转速、流向所述底板的冷却水的流量

和温度中的至少一项进行控制来进行所述砂布的表面温度的控制。

[0017] 通过这样来进行砂布的表面温度的控制，从而能够容易地将第二研磨工序中的砂

布的表面温度控制为比第一研磨工序中的砂布的表面温度高2℃以上。

[0018] (三)有益效果

[0019] 根据本发明的硅晶圆的研磨方法，能够得到同时兼顾了平面度(Flatness)的提高

和表面粗糙度的降低的硅晶圆。

附图说明

[0020] 图1是表示实施例1和2的砂布的表面温度的发展变化的图。

[0021] 图2是表示能够在本发明的硅晶圆的研磨方法中使用的单面研磨机一例的概略

图。

[0022] 图3是表示ΔESFQRmax与表面粗糙度之间的折衷(Trade  off)关系的图。

具体实施方式

[0023] 如上所述，需要一种能兼顾平面度(Flatness)的提高和表面粗糙度的降低的硅晶

圆的研磨方法。

[0024] 本发明的发明人通过深入研究发现：供给仅含磨粒的碱性水溶液的第一阶段的研

磨温度(第一研磨工序中的砂布的表面温度)对于平面度具有支配性的影响；供给仅含高分

子聚合物的碱性水溶液的第二阶段的研磨温度(第二研磨工序中的砂布的表面温度)对于

表面粗糙度具有支配性的影响。因此，利用红外线来监测砂布的表面温度，以第二研磨工序

中的砂布的表面温度比第一研磨工序中的砂布的表面温度高的方式来进行研磨，从而求出

使平面度(Flatness)和表面粗糙度两者均得以改善的条件。

[0025] 并且，本发明的发明人研究发现：通过将第二研磨工序中的砂布的表面温度控制

为比第一研磨工序中的砂布的表面温度高2℃以上，能够兼顾平面度(Flatness)的提高和

表面粗糙度的降低，并完成本发明。

[0026] 换言之，本发明提供一种硅晶圆的研磨方法，其具有：第一研磨工序，向贴附于底

板的砂布上供给含有磨粒的碱性水溶液，并使研磨头所保持的硅晶圆的表面与所述砂布滑

动接触来进行研磨；以及第二研磨工序，向所述砂布供给不含磨粒而含有高分子聚合物的

碱性水溶液，并使所述硅晶圆的表面与所述砂布滑动接触来进行研磨，该方法的特征在于，

将所述砂布的表面温度控制为第二研磨工序中的所述砂布的表面温度比所述第一研磨工

序中的所述砂布的表面温度高2℃以上来进行所述硅晶圆的研磨。

[0027] 以下对硅晶圆的研磨方法详细地进行说明。

[0028] 本发明可使用如图2所示的单面研磨机10，其具备：贴附有砂布1的底板2、用于保

持晶圆W的研磨头3。该单面研磨机10从喷嘴4向砂布1上供给研磨液(浆液)，并使研磨头3所
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保持的晶圆W的表面与该砂布1滑动接触来进行研磨。

[0029] 此外，虽然在图2中示出了在一个底板上有两个研磨头3的状态，但是本发明中使

用的研磨装置不限于此。例如，也可以是在一个底板上有一个或三个以上的研磨头。另外，

底板的数量也没有特别限定，也可以具有多个底板。

[0030] 砂布1优选使用发泡聚氨酯垫或无纺布。

[0031] 在本发明中，使用这种单面研磨机10，首先进行第一研磨工序：从喷嘴4向贴附于

底板2的砂布上供给含有磨粒的碱性水溶液，并使研磨头3所保持的硅晶圆W的表面与砂布1

滑动接触来进行研磨。

[0032] 作为第一研磨工序的研磨液(浆液)，使用含有磨粒的碱性水溶液。作为碱性水溶

液，可举出KOH水溶液。磨粒优选为胶体二氧化硅。需要说明的是，只要是含有磨粒的碱性水

溶液，则磨粒、碱性水溶液的种类不限于此。

[0033] 接下来，进行第二研磨工序：向砂布1供给不含磨粒而含有高分子聚合物的碱性水

溶液，并使硅晶圆W的表面与砂布1滑动接触来进行研磨。在此，本发明将砂布的表面温度控

制为第二研磨工序中的砂布的表面温度比第一研磨工序中的砂布的表面温度高2℃以上来

进行硅晶圆的研磨(即在图1中ΔT≧2℃)。通过这样来控制砂布的表面温度，能够兼顾平面

度的提高和表面粗糙度的降低。

[0034] 作为第二研磨工序的研磨液，使用不含磨粒(例如胶体二氧化硅)而含有高分子聚

合物的碱性水溶液。高分子聚合物优选吸附于晶圆，例如可举出羟乙基纤维素等。作为碱性

水溶液，可举出氨水。但是，高分子聚合物、碱性水溶液的种类不限于此。

[0035] 只要能够将第一研磨工序中和第二研磨工序中的砂布的表面温度控制为第二研

磨工序中的砂布的表面温度比第一研磨工序中的砂布的表面温度高2℃以上，则没有特别

限定，例如可以是25℃至35℃的范围内的规定的温度。研磨时间分别可以是2分钟至8分钟。

[0036] 另外，优选一边利用红外线取得砂布的表面温度，一边进行砂布的表面温度的控

制。这样能够更加准确地进行砂布的表面温度的控制。

[0037] 使第二研磨工序中的砂布的表面温度比第一研磨工序中的砂布的表面温度高2℃

以上的方式没有特别限定，具体而言，可以一边利用红外线取得砂布的表面温度，一边对底

板的转速、流向底板的冷却水的流量和温度中的至少一项进行控制，来进行砂布的表面温

度控制。例如，在第一研磨工序结束后，通过使底板转速上升来增大摩擦热，或者是通过使

流向底板的冷却水的温度上升/流量下降，从而能够使砂布的表面温度上升2℃以上。从第

一研磨工序向第二研磨工序的过渡(升温)时间例如可以为15秒至30秒。使第二研磨工序中

的砂布的表面温度比第一研磨工序中的砂布的表面温度高2℃以上的方式，也可以通过对

供给的研磨液的流量、温度、研磨头的转速、流向研磨头的冷却水的流量、温度进行控制来

实现。但是，对贴附有砂布的底板的转速和流向底板的冷却水进行控制的方式，能够相对比

较简单地控制砂布的表面温度。

[0038] 在第二研磨工序中的砂布的表面温度低于第一研磨工序中的砂布的表面温度、以

及第二研磨工序中的砂布的表面温度与第一研磨工序中的砂布的表面温度之差小于2℃的

情况下，都不能兼顾平面度的提高和表面粗糙度的降低。

[0039] 实施例

[0040] 以下示出实施例和比较例来对本发明具体地进行说明，但是本发明不限于这些实
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施例。

[0041] (实施例1和2、比较例1至3)

[0042] 使用了如图2所示的单面研磨机10，其从喷嘴4向贴附于底板2的砂布1上供给浆

液，并使研磨头3所保持的晶圆W的表面与该砂布1滑动接触来进行研磨。作为砂布1，采用无

纺布。就研磨浆液而言，在第一研磨工序使用含有胶体二氧化硅的KOH水溶液，在第二研磨

工序使用含有分子量为100万的HEC(羟乙基纤维素)的氨水溶液。

[0043] 如图1所示，在供给含有胶体二氧化硅的KOH水溶液并对硅晶圆进行研磨(第一研

磨工序)之后，开始供给含有分子量为100万的HEC的氨水溶液并同时切断底板冷却水，并且

使底板转速在15秒内上升(升温部分)，如表1所示，以相对于第一研磨工序中的底板转速而

言的转速进行了第二研磨工序。利用红外线来获取研磨中的砂布的表面温度，将第一研磨

工序和第二研磨工序中的平均温度差(ΔT)示出于表1。

[0044] 将相对于第一研磨工序和第二研磨工序的温度差而言的ΔESFQRmax、以及使用

TMS‑3000W(Schmitt公司制造)测定的表面粗糙度汇总于表1。边缘平面度则使用KLA 

Tencor公司的Wafer  Sight进行了测定。计算ESFQRmax时，在M49mode下将区域(别称：Polar 

Sites)设定为全部扇区数为72个、扇区长度为30mm(2mm  E .E .(外周部除外区域))。Δ

ESFQRmax表示研磨前后的差异量。

[0045] (表1)

[0046]

[0047]

[0048] ※1···以标准值为1的相对值

[0049] ※2···以第一研磨工序中的底板转速为1的相对值

[0050] 如表1所示可见，在将第二研磨工序中的砂布的表面温度控制为比第一研磨工序

中的砂布的表面温度高2℃以上的实施例1和2中，平面度和表面粗糙度两者均高于标准。另

一方面，在比较例1至3中则表面粗糙度未达到标准，不能兼顾平面度和表面粗糙度。

[0051] 另外，本发明不限于上述实施方式。上述实施方式仅为例示，具有与本发明的权利

要求书的技术思想在实质上相同的结构并产生相同作用效果的方式也包含于本发明的技

术范围。
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图1

图2
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图3
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